Giunzione metallo — metallo: situazione ideale semplificata
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E, Tlivello del vuoto
E, livello di Fermi

W, W,,, funzioni di lavoro dei metalli

(En. necessaria a staccare un elettrone dal cristallo)

— Comparsa di una differenza di potenziale di contatto

@, =W, —W,,, potenziale built-in

Origine della discontinuita' nel potenziale al confine fra i due metalli:
Flusso iniziale di elettroni dal metallo con W minore a quello

con W maggiore — Carica spaziale +va € —va

— Doppio strato — Discontinuita’



Giunzione metallo — semiconduttore
Giunzione Schottky : ¢ > ¢,
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Differenza fra funzioni di lavoro:

V,=¢,—¢ potenziale built-in
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¢,, # ¢, :Band bending a causa dell'unicita’ del livello di Fermi
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Elettrostatica della giunzione Schottky (analoga a giunzione pn)
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Effetto di una polarizzazione esterna: simile a giunzione pn

Tuttavia, meccanismo di trasporto diverso: tunneling invece di diffusione
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Rel. corrente-tensione:

1=1 (eV/ - 1) —s Proprieta rettificanti simili a giunzione pn
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Corrente inversa: Non dovuta ad attivazione termica di portatori

Meccanismo di tunneling simile a emissione termoionica da metallo riscaldato



Giunzione metallo — semiconduttore

Giunzione ohmica: ¢,, < @,

Pol. Diretta: nessuna barriera
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£ Pol. Inversa: barriera ridottissima

— Assenza di proprieta’ rettificanti



Giunzione Metallo — Ossido (=isolante) — Semiconduttore :
Realizzata sotto forma di condensatore MOS

Situazione all'equilibrio:
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Gap nell'ossido ~10 eV > Gap nel semiconduttore



Situazione fuori equilibrio:
Tensione sul gate:
—va — Svuotamento, Inversione

+va — Accumulazione

Small -ve volts Carica —va sul gate — Repulsione elettrostatica
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Strato di svuotamento si allarga con Vs

—Capacita’ equivalente
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Carica ——va sul gate — Energeticamente
favorita raccolta di lacune all’interfaccia
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— Accumulazione di elettroni all’interfaccia
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Contatto ohmico fraM e S

— Trasferimento di elettront M — S, lacune S > M
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o=0; xX=-t carica superficiale sul metallo
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Valori limite del potenziale nel metallo e nel semiconduttore:
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Per determinare x,,:
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